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1. Общие положения

1.1. Цели дисциплины

Обеспечение  необходимого  уровня  компетенций  студентов-бакалавров  специальности1.
11.03.03 – «Конструирование и технология электронных средств» в области программируемой
логики,  последовательности  и  методам  проектирования  систем  на  кристалле,  а  также
приобретение студентами практических навыков проектирования программного и аппаратного
обеспечения для систем на кристалле.

1.2. Задачи дисциплины

приобретение теоретических и практических навыков по разработке, проектированию и1.
программированию цифровых систем.

обучение цифровому синтезу с использованием САПР Vivado.2.
приобретение навыков моделирования процессов, протекающих в системе на кристалле.3.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок дисциплин: Б1. Дисциплины (модули).
Часть блока дисциплин: Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Модуль дисциплин: Модуль направленности (профиля) (major).
Индекс дисциплины: Б1.В.02.04.
Реализуется  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных

технологий.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
индикаторами достижения компетенций

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компетенций  в
соответствии с ФГОС ВО и основной образовательной программой (таблица 3.1):

Таблица 3.1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Компетенция Индикаторы достижения компетенции

Универсальные компетенции
- -

Общепрофессиональные компетенции
- -

Профессиональные компетенции
ПКС-1. Способен
использовать
встроенные средства
программирования и
отладки систем
автоматизированного
проектирования, а
также осуществлять
программирование на
языках высокого
уровня

ПКС-1.1. Знает основы языков программирования LabVIEW, ассемблер,
с/с++, Verilog

ПКС-1.2. Умеет проектировать электронные устройства с применением
САПР

ПКС-1.3. Владеет навыками эксплуатации микроконтроллеров,
микропроцессоров, ПЛИС
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ПКС-2. Способен
разрабатывать
цифровые электронные
устройства, используя
техническую
документацию и
современные
информационные
технологии

ПКС-2.1. Знает особенности проектирования цифровых электронных
устройств с применением специализированных САПР

ПКС-2.2. Умеет использовать техническую документацию при
разработке цифровых электронных устройств

ПКС-2.3. Владеет навыками разработки программ для работы цифровых
электронных устройств

4. Названия разделов (тем) дисциплины

Названия разделов (тем) дисциплины
7 семестр

1 Введение и основные понятия
2 Основы описания аппаратуры и моделирования электронных схема с использованием языка
Verilog
3 Инструментальные средства разработки и моделирования систем на кристалле
6 Классификация, принцип действия и назначение СнК


